5.4. DEPANAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Functionarea anormala a unui circuit cu tranzistoare bipolare, se datoreaza unui defect
intern al unui tranzistor, sau defectarii unui rezistor din circuitele de polarizare a
tranzistoarelor. La tranzistor, un defect intern apare in cazul intreruperii unei jonctiuni sau
strapungerii unei jonctiuni a tranzistorului (rezistenta electricd a jonctiunii scade foarte
mult). in cazul rezistoarelor pot apare intreruperi ale acestora. In majoritatea cazurilor
aceste defecte aduc tranzistorul in regimul de blocare sau de saturatie. Pentru depanarea
defectului se masoara tensiunile gi curentii din circuit si in functie de valorile acestora se
poate localiza defectul respectiv.

5.4.1 DEFECTE INTERNE ALE TRANZISTORULUI

Cea mai rapida metoda de a afla daca jonctiunile unui tranzistor sunt intrerupte sau
strapunse este masurarea rezistentelor jonctiunilor cu un multitester digital. Pentru
aceasta vom considera structura tranzistorului bipolar ca un ansamblu de doua diode

conectate ca in figura 5.4.1
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Figura 5.4.1 Structura tranzistoarele bipolare cu diode

O jonctiune (BE sau BC) este intrerupta daca multitesterul in ambele sensuri de
masurare indica rezistenta foarte mare (sau infinita).

O jonctiune (BE sau BC) este strapunsa daca multitesterul in ambele sensuri de
masurare indica rezistenta mica.

O jonctiune (BE sau BC) este scurtcircuitata dacad multitesterul in ambele sensuri de

masurare indica rezistenta foarte mica.

;c ;c Jonctiunea baza-emitor intrerupta.
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Figura 5.4.2 Verificarea unui tranzistor bipolar defect(jonctiune intrerupta)
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/¢ B. /" Jonctiunea baza-emitor scurtcircuitata.
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Figura 5.4.3 Verificarea unui tranzistor bipolar defect(jonctiune scurtcircuitata)
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Altd metoda de verificare a starii jonctiunilor unui tranzistor este masurarea valorilor

tensiunilor din baza si colectorul unui tranzistor in circuit.
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Pentru montajul din figura 5.4.4 la

functionarea in conditii normale:
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Figura 5.4.4 Tranzistor polarizat cu divizor rezistiv cu valorile corecte ale tensiunilor
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Daca s-a intrerup jonctiunea BE,
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Figura 5.4.5 Circuit cu tranzistor bipolar defect (intreruperea jonctiunii BE)
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Daca s-a intrerup jonctiunea BC,

sau Colectorul, tranzistorul se

Uc
\I‘/Q1 - blocheaza, iar tensiunile sunt:
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Tensiunea in colector U¢c = 9,99 V
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Figura 5.4.6 Circuit cu tranzistor bipolar defect (intreruperea jonctiunii BC)
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o Daca s-a scurtcircuitat jonctiunea
o BC, tranzistorul se comporta ca o
dioda polarizata direct prin care

Daca s-a scurtcircuitat jonctiunea

CE, tranzistorul se comporta ca un

5.6kQ2

¥ \

BC546BP Tensiunea in baza Ug = 3,58 V
Re Tensiunea in colector U¢c = 3,59 V
560Q

Uc conductor prin care circula curent,
> iar tensiunile sunt:

Figura 5.4.7 Circuite cu tranzistor bipolar defect (scurtcircuitarea jonctiunilor)



5.4.2 DEFECTE ALE CIRCUITELOR DE POLARIZARE
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Figura 5.4.8 Tranzistor polarizat cu divizor rezistiv cu valorile corecte ale tensiunilor

DEFECT 1. REZISTORUL Rb1 INTRERUPT
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tensiunilor din  baza si emitorul

tranzistorului, iar tranzistorul se
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=

Tensiunea in emitor Ug =20V

Tensiunea in colector U¢c =9,99 V

Rb2
%5.&(9

DEFECT 2. REZISTORUL Rb2 INTRERUPT
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1ok Ta Acest defect duce la cresterea tensiunii
si curentului din baza, iar tranzistorul
intra in SATURATIE

Tensiunea in baza Ug = 4,49 V
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DEFECT 3. REZISTORUL Rg INTRERUPT
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DEFECT 4. REZISTORUL R¢ INTRERUPT
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Acest defect duce la disparitia
curentilor prin tranzistor, iar tranzistorul
se BLOCHEAZA

Tensiunea in baza Ug = 3,58 V
Tensiunea in emitor Ug = 3,16 V

Tensiunea in colector Ug = 9,99 V

Acest defect duce Ila disparitia
curentului  prin  colector. Valorile
tensiunilor din colector si emitor ne
determina sa presupunem ca
tranzistorul este saturat dar in realitate
tranzistorul nu conduce.

Tensiunea in baza Ug =1,09 V
Tensiunea in emitor Ug = 390 mV

Tensiunea in colector Uc = 386 mV

DEFECT 5. REZISTORUL Rb1 SCURTCIRCUITAT
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Tensiunea baza-emitor este egala cu
tensiunea de alimentare a tranzistorului
fapt care determind deteriorarea
acestei jonctiuni.

Tranzistorul se BLOCHEAZA.
Tensiunea in baza Ug =10 V
Tensiunea in emitor U =9,1V

Tensiunea in colector U¢c =9,1V



DEFECT 6. REZISTORUL Rb2 SCURTCIRCUITAT
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DEFECT 7. REZISTORUL Rc SCURTCIRCUITAT
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DEFECT 8. REZISTORUL Re SCURTCIRCUITAT
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Acest defect duce la functionarea
tranzistorului in zona de SATURATIE.
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